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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПЕКТР МОНОКРИСТАЛЛОВ 
ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА, ЛЕГИРОВАННЫХ а-АЛАНИНОМ

(АТГС)

Г. Т. ГАЛСТЯН, С. В. ОГУРЦОВ

В диапазоне частот от 5-104 до 108 гц (область радиочастот) исследо­
ван диэлектрический спектр монокристаллов триглицинсульфата, легиро­
ванных а-аланином (АТГС). Исследования проводились на образцах з ви­
де пластинок, ориентированных перпендикулярно к кристаллографическим 
направлениям [100], [010] и [001] для измерения соответственно е|։, е„ 

■я е„.
Как известно [1], у чистых монокристаллов триглицинсульфата в ука­

занной частотной области проявляется дисперсия диэлектрической прони­
цаемости, которая может быть объяснена или осцилляцией доменных сте­
нок, закрепленных в окрестности «ловушек» [2], или релаксационными 
процессами на уступах доменных стенок [3]. Поэтому представляет опре­
деленный интерес проследить, как будет влиять легирование а-аланином 
на характер дисперсии кристалла.

Для иллюстрации зависимости дисперсии от концентрации лиганда 
одновременно подвергались измерению образцы с тремя различными кон­
центрациями примеси в решетке кристалла (0,01%, 0,03% и 0,05%), уста­
новленными методом бумажной хроматографии с точностью 10%. Измере­
ние частотных зависимостей е проводилось куметрами типа Е9-4 и Е9-5А 
на образцах со средними размерами 5X5X1 -мм3. Точность определения 
оценивалась по величине относительной ошибки и не превышала ±10%.

На рис. 1 в качестве примера представлены диэлектрические спектры 
образцов АТГС по направлению [010] — е։։(со), полученные при темпе­
ратуре 26°С. Для сравнения на этом рисунке приведена также зависимость 
8։։(®) для ТГС (штрих-пунктирная линия), взятая из [1]. Как наглядно 
видно из рисунка, для монокристаллов АТГС значение е„ не изменяется 
с частотой, что означает отсутствие дисперсии диэлектрической проницае­
мости. Наблюдаемое на рисунке большое аномальное поведение (указанное 
пунктиром) в действительности не связано с наличием дисперсии, а объяс­
няется лишь резонансным пьезоэлектрическим зажатием образцов. Из ри­
сунка видно также, что одновременно происходит увеличение значений 
ви при увеличении концентрации примеси, что объясняется повышением 
степени униполярности кристалла в результате легирования [4, 5]. Заме­
тим, что аналогичные результаты нами получены также и по направлениям 
[100] и [001] (для зависимостей ен(<о) и е։։(ы) ).
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Для иллюстрации влияния температуры нами в одном случае (для об­
разца с концентрацией примеси 0,05%) одновременно снимались зависи-

Рис. 1. Зависимость е.2(ш) для монокристаллов АТГС. Содержание при­
меси: 0-0,ОРЛ; О֊ 0,03°/,.; Д —О,О5’/о; Т = 26’С.

мости е„(ш) при температурах 29, 40 и 60’С (рис. 2). Из этого рисунка, 
хорошо видно, что зависимости е։։(ш) как вблизи точки перехода 
(Т* = 53,3°С [6]) (кривая 2), так и выше ее (кривая 3), по существу,.

Рис. 2. Зависимость е,։(ш) ДЛЯ монокристаллов АТГС при различных тем­
пературах: 1 — 29°С; 2 — 40°С; 3 — 60°С. Содержание примеси — 0,05%.

остаются такими же, как и вблизи комнатной температуры (кривая 1)֊ 
Такой характер зависимостей е։։(со), по нашему мнению, свидетель­
ствует о том, что возникающие вследствие легирования в кристал­
ле ТГС структурные изменения имеют устойчивый и необратимый 
характер. Повышение температуры приводит лишь к увеличению 
значений е։։, что, естественно, и не нуждается в особой интерпрета­
ции. Как и на рис. 1, аномальное изменение значений е„ (также указан-
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ное пунктиром) не следует связывать с наличием дисперсии в этой узкой 
области частот; оно объясняется только сильной пьезоактивностью кри­
сталла в данном интервале частот.

Ранее [1] при исследовании монокристаллов ТГС, легированных иона­
ми хрома, также обнаруживалось полное выключение дисперсии. Было 
сделано предположение, что примесные центры приводят к сильному тор­
можению движения доменных стенок, к их «замораживанию». Таким об­
разом, наши экспериментальные результаты полностью совпадают с вы­
водами [1] и, в свою очередь, подтверждают, что при органическом леги­
ровании наличие даже незначительных количеств лиганда способно при­
вести к выключению доменных стенок из процесса переполяризации и ка­
чественно изменить характер дисперсионных зависимостей е кристаллов 
ТГС.
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ставленную возможность проведения настоящей работы и обсуждение ее 
результатов, а также благодарят В. Н. Борисова за помощь в проведении 
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a-ԱԼԱՆԻՆՈՎ ՏՐԻԳԼԻՑԻՆՍՈԻԼՖԱՏԻ (АТГС) 
ՄՈՆՈՐՑՈԻՐԵՂՆԵՐԻ ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ՍՊԵԿՏՐԸ 

ր՛
Գ. Տ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, Ս. Վ. 0ԳՈԻՐ8ՈՎ

Սպեկտրի ռադիոհաճախականային տիրույթում հետազոտվեք է ^-ալանին ով տրիգլիցին֊ 
■սուլֆատի (ТГС) մոնոբյուրեղների դիէլե կտրի կական սպեկտրը։ Հայտնաբերվել է դիսպեր- 
աիայի բացակայություն լիգերացման դեպքում։ Ցույց է տրված, որ այս էֆեկտը կապված է 
րյուրեդի բևեռացման պրոցեսից դոմենային պատերի անջատման հետ և՝ որ առաջացող 
ստրուկտուրային փոփոխություններն ունեն կայուն և անշրջելի բնույթ։

THE DIELECTRIC SPECTRUM OF TRIGLYCINE SULPHATE 
. x SINGLE CRYSTALS DOPED WITH a-ALANINE (ATGS)

G. T. GALSTYAN. Տ. V. OGURTSOV

The dielectric spectrum of triglycine sulphate (TGS) single - crystals doped 
with a-alanine were investigated in the radio frequency range. The absence of disper­
sion in the case of addition was observed. It was shown that this effect is connected 
with the exception of domain walls from the process of crystal polarization and that 
.arising structural changes have steady and irreversible character.
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